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１．概要（Summary） 

マグネシウムシリサイド(Mg2Si)は室温で約 0.61eV の

禁制帯幅を持つ間接遷移型半導体であり、Sn との混晶

化により、禁制帯幅を 0.3eV まで制御可能である。これま

での研究で、n型Mg2Si基板に p型不純物である Agを

熱拡散することで、pn接合の形成、波長 2 µm以下の光

応答を得ることに成功している[1-3]。素子の感度の向上

には逆方向電流の低減が必要不可欠であり、メサ構造に

よる逆方向電流の低減を進めている[4]。本報告では、フ

ォトリソグラフィを用いてMg2Si フォトダイオードを作製し、

電極のサイズによる電気特性について報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置 

 12連電子銃型蒸着装置 

 ウエハ RTA装置 

【実験方法】 

本研究室において垂直ブリッジマン法により成長した

高純度Mg2Siバルク結晶を切り出し、基板を粗研磨及び

鏡面研磨することで基板の準備を行った。NIMS 微細加

工 PF で、レジスト塗布後、高速マスクレス露光装置及び

12 連電子銃型蒸着装置を用いて Au 及び Ag を堆積さ

せ、直径(0.2mm-0.8mm)の円形電極を作製し、その後、

ウエハRTA装置を用いてAgを熱拡散させることで pn接

合を形成した。 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig. 1は電極直径 0.2mmで作製した素子の熱処理前

後の表面写真である。Fig.2 は異なる電極直径 (D=0.2-

0.8 mm) で作製した素子の J-V特性である。今回作製し

た素子では-1Vで比較した場合、D=0.6 mmで逆方向電

流が最も低い値となった。 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

[1] H.Udono et al., J.Phys. Chem. Sol., 74(2013)311. 

[2] H.Udono et al., Jpn.J.Appl.Phys.,54, (2015) 07 

JB06 

[3] D.Tamura et al., Thin Solid Films, 515(2007)8272 

[4] 秋山、他：2015年春季応用物理学会 12p-p8-7. 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

６．関連特許（Patent） 

なし 

Fig. 1  Optical microscope images of the 
electrode surface with 0.2 mm diameter (a) 
before annealing and (b)after annealing. 

Fig. 2 J-V characteristics of the fabricated 
devices with a different electrode diameter 
(D=0.2-0.8 mm) 

(a) (b) 


